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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРАНЗИСТОРЫ ПОЛЕВЫЕ

Термины, определенна и буквенные обоаначомиа 
параметров

Field effect transistors.
Terms, dlfinition and parameter symbols

ГОСТ
1 9 0 9 5 - 7 3 *

(CT СЭВ  2771— 80)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 10 августа 1072 г. И* 1960 срок довели* у ели ее лен

с 01 01. 107$ г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех­
нике и производстве термины, определения и буквенные обозначе­
ния электрических параметров полевых транзисторов.

Термины и отечественные буквенные обозначения, установлен­
ные стандартом, обязательны для применения в документации 
всех видов, учебниках, научно-технической, учебной и справочной 
литературе. Международные буквенные обозначения обязательны 
для применения в технической документации на полевые транзи­
сторы, предназначенные для экспортных поставок.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2771—80.
Строчные индексы, обозначающие электроды, относятся к па­

раметрам малого сигнала, прописные — к параметрам большого 
сигнала.

В случаях, когда не возникает сомнения в том, что используе­
мое обозначение относится к максимально допустимому парамет­
ру, опускается индекс «макс».

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный тер­
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми­
на запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в 
стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, 
которые разрешается применять, когда исключена возможность 
их различного толкования. Установленные определения можно при 
необходимости изменять но форме изложения, не допуская нару­
шения границ понятий.

Издаии* официально* Парепачатка аоспрещама
★

* Переиздание май 1982 е. с  Изменением М  1, утвержденным
в августе 1982 с ;  Пост. М 3400 or 27.08.1982 г. (ИУС 12—82)



Стр. 2 ГОСТ «ММ—7*

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня­
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не 
приведено н, соответственно, в графе «Определение» поставлен 
прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты ряда стандартизованных терминов на немецком (D), 
английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на 
русском язы*е и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым.

Тгрмии

Бухакимо*
0<5<IM<OWHKC

0Т*ч*гтпги*<»е У С Ж Я У И Я -
родпор

1. Начальный ток стока
D Drain-Source- 

Kurzschlubstrom
E. Drain current for

VOS= 0
F. Couranf dc drain 

pour

l D S S Ток стока при напря­
женки между затором 
н истоком, равном нулю, 
к при напряжении на 
стоке, равном или пре­
вышающем напряже­
ние насыщения

Vg s - 0

la. Ток стока
D. Drainstrom
E. Drain current
F. Courant <ie drain

'c !d Ток, протекающий в 
цепи сток—исток при 
напряжении сток—ис­
ток. равном или боль­
шем. чем напряжение 
насыщения, и при за­
данном напряженки за­
твор—исток

2 Остаточный ток сто­
ка
D. Draln-Reatstrom
E. Drain mt-off cur­

rent
F. Couranf dc drain 

au blocage

OCT l D S X
Ток стока при напря­

жении между затвором 
и истоком, превышаю­
щем напряжение отсеч­
ки

2a. Ток стока при на­
груженном затаоре
D. Drainstrom bd 

• " Widcrstandsab- 
schluss zwischen 
Source und Gate

^Счагр 1DSR Ток стока при задан­
ном напряжении сто ^ - 
исток и включенном ^ме­
жду затвором «сто­
ком резистором
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Термин

Вукдевио:
обозначение

иемдуиа-
родное

ViiprUT*THW

E. Drain current, at 
a specified gate- 
source resistance

F. Courant dc drain 
pour unc resis­
tance grille— 
source exterieure 
specifies

26. То* истока
D, Sourcesstrom
E. Source current
F Courant de source

Л , Л?

2n. Начальный то* исто- 
ка
D- Sources! rom bei 

Kurzschluss xwi- 
srhen Drain und 
Cate

E. Source current 
with gate sh o r t-  
circuited to drain 

F ' Courant dc source, 
la grille etant 
court—circuitce 
au drain

r S D S Ток истока при на­
пряжении затвор- 
сток, ранном нулю, и 
заданном напряженки 
сток—исток

2r. Остаточный ток ис­
тока
D. Soureereststrom
E. Source current at a 

specified g a te -  
drain condition

F. Courant de sou­
rce dans des con­
ditions grille— 
drain sp£cififes

^Иоет ^ S D X Ток истока при задан­
ных напряжениях за­
твор— ИС70К и сток—ис­
ток

2,t. Ток затвора
D. Gatestrom 
E Gale current 
F. Courant de grille

l <i

2c. Примой ток затвора
D. Galcdurchlass- 

Strom

^Злр

1

l G F

1
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Терм и
Буями мое

O&MIU'tBHt
Ооредедечне

отгчествеввое иеждуна- 
родя 00

Е. Forward gate cur-
rent

F Courant direct de
grille

2ж. Ток отсечки затвора fjatc Ig sx Ток в цели затвора
D. Gatesperrstrom при заданных условиях

be! vorgegebe- цепи сток—исток
ner Drain—Sou-
rce—Spannung

E. Gate cut—off cur-
rent (of a field—
effect transistor).
with specified
drain—source
circuit conditions

F. Courant de fuite
de grille dans des
conditions de dr-
cult drain-source
specifics

3. Ток утечки затвора ^3 yr Jg s s Ток затвора при за-
D. Gatereststrom данном напряжении
E. Gate leakage cur- между затвором и ос-

rent тальники выводами,
F. Courent de flulte замкнутыми между со-

de drain бой

4. Обратный ток пере' ^3CO Igdo Ток. протекающий а
хода затвор-сток цепи мтвор—сток, при
D. Gatereststrom заданном обратном на-

(Source often) пряжении между затво-
E. Gate cut-off cur- ром и стоком и разомк-

rent with source нутымн остальными вы-
open—circuited водами

F. Courant residue! de
grille

5. Обратный ток nepexo- ^ЗИО l 0S0 Ток, протекающий в
да мтвор—исток цепи затвор-исток, при
D. Gatereststrom заданном обратном на-

(Drain often) пряжении между затво-
E. Gate cu t-o ff cur- ром и истоком н разомк-

rent with drain нутымн остальными вы-
open—circuited водами
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Термин

Букве* мое 
обож ачевве

отечественное
Определение

междуна­
родное

F. Courant r&iduel 
de grille le drain 
*tant en circuit 
ouvert

5a. Ток подложим
D. Substratstrom
E. Substrate current
F. Courant de subst- 

rat

6. Напряжение отсечки 
полевого транзистора
Напряжение отсечки
D. Gatc-Sourcc-Span- 

nung (Abschnur- 
spannung)

E. Gate-source cut­
off voltage

F. Tension grilleso- 
urce de blocagr

7. Пороговое напряже­
ние полевою транзи­
стора
Пороговое напряже­
ние
D. Schwellespannung
E. Gate-source thre­

shold voltage
F. Tension de seuil 

grille-source
7a. Напряжение сто к - 

исток
D. Drain—Source— 

Spannung
E. Drain—source (d. 

c.) vollage
F. Tension (conti­

nue) drain—sou­
rce

76. Напряжение зат­
вор-исток
D. Gate—Source—

—Spannung
E. Gate—source (d. c.) 

voltage
F. Tension (continue) 

grille—source

'Э И .о т е

V ЗИ nop

'СИ

'З И

'0 S < 6 fU

'O S T

'D S

Напряжение между 
затвором н истоком 
транзистора с р п пере­
ходом или с изолиро­
ванным затвором, рабо­
тающего в режиме обед­
нения, при котором ток 
стока достигает задан­
ного низкого .значения

Напряжение между 
затвором н истоком 
транзистора с изолиро­
ванным затвором, рабо­
тающего в режиме обо­
гащения, при котором 
ток стока достигает за­
данного низкого значе­
ния

2 Зак. 3178



d p .  6 r o c t  m u - к

Буша кос 
обозначение

Терини

отечестаеняо* междуна­
родное

7». Прямое напряже­
нке затвор — исток 
D. Gate—Source —

UЗИпр Ua sr

Durchlassspan-
nung

E. Forward g a te -so ­
urce (d. c.) vol­
tage

F. Tension directe
(continue) gril­
le-source

Определена*

7r. Обратное напряже 
ние затяор—исток
D. Gate—Source— 

Sperrspanmir.g
E. Reverse gate—so­

urce (d. c.) vol­
tage

F. Tension Inverse
(continue) 
le—source

grit-

7д. Напряжение за-
тяор—стоя 
D. Gate—Drain

Spannung 
E. Gate—drain (d.

c.) voltage 
F. Tension (continue)

grille—drain
7e. Напряжение исток-

подложка
D. Source—Substrat— 

Spannung
E. Source—substrate 

(d. c.) voltage
F. Tension (conti­

nue) source—sub­
strat

7ж. Напряжение сток-
подложка

D. Drain—Substrat— 
Spannung

E. Drain—substrate 
(d. c.) voltage

F. Tension (conti­
nue) drain—sub-
• t f i t

У ЗН о б р

" з с

»  И П

С П

- U O SR

Uqd

U se



ГОСТ 1H»J— 71 Стр. 1

БгкеениоеоСожачг.нк*
Определема

отечестве аиое чеждуиа-
родкое

7з. Напряжение эатаор
—подложка
D. Gate—Substrat— 

Spawning
E. Gate—substrate (d. 

c.) voltage
F. Tension (conti­

nue) grille—sub­
strat

" з п V gb

7н. Пробивное напри
жсиие эатаора
D. Gate—Source— 

Duichbrucbspan- 
nung

E. Gate—source bre­
akdown voltage 
(with drain short 
—circuited to so­
urce)

F. Tension de cla- 
quage g rille -  
source

^Зпроб V lBR)OSS Напряжение пробоя 
затвор—исток при зам­
кнутых стоке н истоке

8. Крутизна характер*- 
стики полевого тран­
зистора /
Крутизна характери­
стики
D. Vorwirtsstcilheit
E. Forward transcon­

ductance
F. Transconductance 

directe

S tm i Отношение изменения 
тока стом к изменению 
напряжения на затиоре 
при коротком замыка­
нии по переменному то­
ку на выходе транзисто­
ра в схеме с общим ис­
током

9. Крутизна характерис­
тики по подложке

So Отношение измене­
ния тока стока к изме­
нению напряжения на 
подложке при коротком 
замыкании по перемен­
ному току на выходе 
транзистора в схеме с 
общим истоком

10. Сопротивление сток 
—исток а открытом 
состоянии 
D. Drain—Source— 

Wtderstand bet 
gedffnetem Tran- 
alstor

^СИ.отг rDS(on) Сопротивление меж­
ду стоком н истоком в 
открытом состоянии 
транзистора при задан­
ном напряжении сток— 
исток, меньшем напря­
жении насыщения
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Терима

Буквенное
оГкхшачеиие

отечествеиное кеж дуил-
родяое

Определение

E. Drain-source оп- 
statc resistance

F. Resistance drain- 
source a 1’dtat 
passent

10a. Сопротивление сток 
—исток в закрытой 
состоянии
D. Drain—Source— 

Widerstand bei 
gesperrtem Tran­
sistor

E. Drain—source 
off—state resis- 
tence

F. Resistance drain 
—source a I'fctat 
bloque

rD S o tf Сопротивление меж­
ду стоком и истоком в 
закрытом состоянии 
транзистора при задан­
ном напряжении сто к - 
исток

11. Емкость сток—исток
D Drain-Source-Ка- 

pazilSt
E. Drain-source ca­

pacitance
F. Capacite drain-so­

urce

12. Емкость затвор—
сток *
D. Gate-Draln-Kapa- 

zltSt
E. Gate-drain capaci­

tance
F. Capacite grille- 

drain

13. Емкость затвор-ис­
ток
D. Gate-Source 

Kapazltat
E. Gate-source 

capacitance
F. Capacite 

grille-source

CcilO

Caco

Ciio Емхос1ь между сто­
ком и истоком при ра­
зомкнутых по перемен­
ному току остальных 
выводах

Ctdo Емкость между затво­
ром н стоком при разом­
кнутых по переменному
току остальных выво­
дах

Cgso Емхость между затво­
ром н истоком при ра- 
зомхнутых по перемен­
ному току остальных 
выводах



ГОСТ W M —71 Стр. 9

Вухьеяиое
овомчзевк*

Термин
огез«етмхмое междуна­

родное

14, Входная емкость по­
левого транзистора
Входная емкость 
D Eingangskapazi- 

Ш
E. Input capacitance
F. Capacite d’entree

Сци С п и Емкость между затво­
ром и истоком при ко­
ротком замыкании по 
переменному току на
выходе в схеме с общим 
ИСТОКОМ

15. Выходная емкость 
полевою траизисто-

выходная емкость
D. Ausgangskapazi- 

tat
E. Output capaci­

tance
F Capacite de sortie

с „ „ Емкость между сто­
ком и истоком при ко­
ротком ззмьгкаиви по 
переменному току на 
входе в схеме с общим 
истоком

16. Проходная емкость 
полевого транзистора 
Проходная емкость
D. Ruckwirkungska- 

pazitit
E. Reverce transfer 

capacitance
F. Capacite de trans- 

fert inverce

С\гл С„,.у Емкость между затво­
ром и стоком при корот­
ком замыкании по пере­
менному току на входе 
н схеме с общим исто­
ком

17. Полная входная про­
водимость полевого 
транзистора
Полная входная про­
водимость 
D Kurzschluss- Ein- 

gangsscheintcit- 
wert

E. Short-circuit In- 
put admittance

F. Admittance d’ent- 
r<c. la sortie etant 
cn court-circuit

18. Активная составля-

Ухт Ухи

юсцая входной про­
водимости полевого 
транзистора
Активная входная 
проводимость 
D. Rcalteil dcs Kurz- 

schkiss-Eingangs- 
Icitwertcs

Вил Вхи



стр. ю  го ст  m * * —7J

Буквенное
оОонпачеинг

отечсстшеииое межхух*-рохно*

E. Shors-circuit In­
put conductance

F. Conductance d>n- 
tr*e. la sortie 
etant cn court-cir­
cuit

19 Полная проводи­
мость обратной пе­
редачи полевого 
транзистора
Полная проводи­
мость обратной пе­
редачи
D. Kurzschluss-Riick- 

wirkungsschein- 
leitwcrt

E. Short-circuit ге- 
verce-transfer ad- 
mitunce

F. Admittance dc 
transfert inverse. 
1'cntrte etant en 
court-circuit

Уци Vita

20. Модуль полной про­
водимости обратной 
передачи полевого 
транзистора
Модуль полной про­
водимости обратной 
передачи
D. Betrag des Kura- 

schluss-ROckwir- 
toingsscheinleit- 
wertes

E Modulus of the 
shortcircuii re­
verse transfer ad­
mittance

F. Module de i'admit- 
tance de transfert 
inverse. 1‘entrte 
etant cn court-cir­
cuit

1У|*||) fow l
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Териян
Букве* и-ое оботатеяк*

Определен»*
orrttecTMMTioe иеждум-

годное

21. Полная проводи­
мость прямой пере­
дачи полевою трак- 
зксгора
Полная проводи­
мость прямой перс- 
дачи
D. Kurischluss-Cber- 

tragunesecheln- 
lcltwert

E. Short-circuit for­
ward transfer 
admittance

F. Admittance de 
transfert direct, 
la sortie etant en 
court circuit

Й1Н А п

22. Модуль полной про  ̂
■одимости прямой 
передачи полевого 
транзистора
Модуль полной про­
водимости прямой 
передачи
D. Betray des Kurr- 

schluss-Obcrtrn- 
gungsschelnfelt- 
wertes

E. Modulus of the 
short-circuit for­
ward transfer ad­
mittance

F. Module dc fad- 
dmltance de tran- 
sferf direct, la 
sortie etant en co- 
iirtclrcult

(fu rl

23. Полная выходная
проводимость поле­
вого транзистора
Полная выходная 
проводимость
D. Kurzschluss- 

Ausgangsscheln- 
Icitwert

E. Short-circuit out­
put admittance

Уп* Vns

•



Стр. 12 ГОСТ 1*И 1—П

Буквенное
оСо»н»**шс*

Термин

отечественное меж дулв-
родиое

F. Admittance dc 
sortie, I'entrfe 
entant cn court-cir­
cuit

Определение

24. Активная составляю- gn „ 
шая выходной про­
водимости полевого 
транзистора
Активная выходная 
проводимость
D. Realtei! des Kurz- 

schluss-Ausgangs- 
leitwertes

E. Short-drcuit out­
put conductance

F. Conductance dc 
sortie l'entrte 
etant cn couit-cir- 
cuit

25. Шумовое иапряжс C/IU 
мне полевого тран­
зистора
Шумовое напряже­
ние
D. Rauschspannung
E. Noise voltage
F. Tension dc bruit

26. Электродвижущая 
сила шума полевого 
транзистора
э. я- с. шума
D. R a uschu г spa li­

ming
E. Noise force elect­

rovelocity

27. Шумовой ток поле­
вого транзистора
Шумовой ток
D. Rauschstrom
E. Noise current
F. Courant de bruit

£.u

/ Ш

S'in

Un Эквивалентное шумо­
вое напряжение, приве­
денное ко входу, в по­
лосе частот при опреде­
ленном полном сопроти­
влении генератора а 
схеме с общим истоком

Спектральная плот­
ность эквивалентного 
шумового напряжения, 
приведенного ко входу, 
при коротком замыка­
нии на входе в схеме с 
общим истоком

i„ Эквивалентный шу­
мовой ток. приведенный 
ко входу, при разомкну­
том входе в полосе час­
тот Д f в схеме с  общим 
истоком



ГОСТ 190М—7J Стр. 13

Буквенное
обозначение

отечественное междуна­
родно*

28. Шумовое сопротив­
ление полевого тран­
зистора
Шумовое сопротив­
ление
D. Rauschwidcr- 

stand
Б. Noise resistance 
F. Resistance de bruit

Яш Эквивалентное шумо­
вое сопротивление при 
коротком замыкании на 
пходе в схеме с общим 
истоком, определяемое 
соотношением

п ^  111 ГR  и "  . где Е  ш ■— 
~  в. д. с. шума

29. Коэффициент шума 
полевого транзис­
тора
Коэффициент шума
D. Rauschfaktor
E. Noise figure
F. Facteur dc bruit

К ш F Отношение полной 
мощности шумов на вы­
ходе полевого транзис­
тора х той се пасти, ко­
торая вызвана тепловы­
ми шумами сопротивле­
ния источника сигнала

30. Коэффициент усиле­
нна no мощности по­
левого транзистора
Коэффициент усиле­
ния по мощности 
D. Leistungsvcrstar- 

kung
Б. Power gain 
F. Gain en puissance

Кур с . Отношение мощности 
на выходе полевого 
транзистора к мощности 
на входе при определен­
ной частоте и схеме 
включения

31. Время задержки 
оключения полево­
го транзистора
Время задержки 
включения
D. Etnschaltver2oge- 

rungszeit
E. Turn-on delay li­

me
F. Retard a la crol- 

ssancc

^эд.вкл |̂г(оп) Интервал времени 
между 10%-иым значе­
нием амплитуды фронта 
входного импульса, 
включающего полевой 
транзистор, и 10%-ным 
значением амплитуды 
фронта выходного им­
пульса

32. Время нарастания 
для полевого тран­
зистора
Время нарастания
D. Anstiegswit
E. Rise time
F. Temps de crois- 

sancc

и Интервал временя 
между 10%-ным и 90%- 
ным значениями ампли­
туды фронта импульса 
на выходе при включе­
нии полевого тракзнсто- 
ра



Стр. 14 ГОСТ 1IMS—75

Термин
Буквенное 

овоакичепае

отечественное междуна­
родное

Определение

33 Время задержки »ы- 
ключення полевою 
транзистора
Время задержки вы­
ключения
D. Ausschaltverzdge- 

rungszelt
E. Turn-off delay ti­

me
F. Retard a la deerol- 

ssance

Интервал времени 
между 90%-ным значе­
нием амплитуды среза 
входного импульса, выз­
вавшего включение по­
левого транзистора, н 
90%-ным значением ам­
плитуды среза выходно­
го импульса

34. Время спада для по­
левого транзистора 
Время слада
D. Abfallzelt
E. Fall time
F. Temps de decrols 

sa nee

Интервал времени 
между 90%-ным и !0%- 
ным значениями ампли­
туды среза выходного 
импульса при выключе­
нии транзистора

35. Время включения 
полевого транзис­
тора
Время включения
D. Einschaltzeit
E. Turn-on time
F. Temps total d'eta- 

bllssement

ton Интервал времени, яв­
ляющийся суммой вре­
мени задержки включе­
ния н времени нараста­
ния для полевого тран­
зистора

36. Время выключения 
полевого транзис­
тора
Время выключения
D. Ausschaltzeit
E. Tttm-off time
F. Temps total de 

ceupure

to ff Интервал времени, яв­
ляющийся суммой вре­
мени задержки выклю­
чения и времени спада

37. Разность напряже­
ний затвор—исток
D. Gate-Source- 

Spannungsdiffe- 
renz fefocs Dop- 
pelgate-Feldeffekt- 
transiJtors

E. Defference of ga­
te sorce voltage

F. Difference des
tension grille so­
urce

~ V .зиа
^a\~U cnl Абсолютное значение 

разности напряжений 
между затвором и исто­
ком сдвоенного полево­
го транзистора при за­
данном токе стока



ГОСТ IMIS—73 Стр. 13

Термин

38 Температурный уход 
разности напряже­
ний затаор—исток
D. Temperaturdrift 

der Gate-Source— 
Spannungsdiffe- 
renz (eines Dop- 
pelgate-Feldef- 
felcttransistors)

E. Drift of difference 
of gate-source vol­
tage with tempe­
rature

F. Variation dc la 
difference des 
tensions grille- 
source avee la 
temperature

39 Разность активных 
выходных проводи­
мостей
D. Different der Re- 

aitelle der Aus- 
gangsieitwerle 
(eines Doppelga- 
te-Feldeffckf tran­
sistors)

40 Отношение началь­
ных тохоа стока
D. Drain-Source- 

Kurrschluasstrom- 
vcrheltnis (eines 
Doppelgate-Feld- 
eflckttransistors)

E. Ratio of drain 
currents

F. Rapport de cou- 
rant de drain

41. Разность токов утеч­
ки затвора 
D Gatereststromdif- 

ferenz (etnes 
Doppelgate-Feld- 
effekttransistors)

Буквенное
оболичекме

отечественное м вж ауиа-
роа ио*

А  1 < /з и , А  W q x

Л  t  ‘ Л 7

u 3 w i  1

~ 5 Г ~ д г

Ga s  1 -

~ Z

^ С (а к ч >1 ^D S51

/ С (« а ч ]Г Л )5 5 2

~ / 3 ()Т )2

^ o s s t  —  

— l o s s *

Определение

Отношение измене­
ния разности напряже­
ний между затвором и 
истоком сдвоенного по­
левого транзистора к 
вызвавшему его измене­
нию температуры окру­
жающей среды

Абсолютное значение 
разности активных вы­
ходных проводимостей 
сдвоенного полевого 
транзистора

Отношение меньшего 
значения начального то­
ка стока к большему 
значению начального то­
ка стока сдвоенного по­
левого транзистора



O p . 16 ГОСТ « М П — n

Термин
Буквенное

обозначение
Определение

отечес» вечное междуна­
родно*

41а, Постоянная рассеи­
ваемая мощность 
стока

D. Drain-Source-Ver- 
lustleistung

PDS

42*. Максимально до 
пустимое напряже­
ние сток— исток

D. Maximal zulassi- 
go Drain-Source- 

Spannung
E. Maximum drain- 

source-voltage
F. Tension maxi­

male drain-source

^С И л и ^DSm»x

43. Максимально допус­
тимое напряжение 
затвор--исток
D. Maximal zulas- 

sige Gate-Source- 
Spannung

E. Maximum gate- 
source voltage

F. Tension grille-so­
urce maximale

УЗИ.и.« y 0S<n»K

44. Максимально допус­
тимое напряжение
затвор—сток
D. Maximal zulassi- 

ge Gate-Drain- 
Spannung

E. Maximum gate- 
drain voltage

F. Tension grille- 
drain maximate

^ЭС.»»» ^ODniex

45. Максимально допус­
тимое напряжение 
сток—подложка
D. Maximal zulassi- 

gc DrainBulk- 
Spannung

^СП.пвк У DB mu

■ Пол максимально допустимыми параметрами понимают значения конкрет­
ных режимов транзистора, которые потребитель не должен превышать при лю 
бих условиях эксплуатации и при которых обеспечивается заданная надежность.



ГОСТ t* » S —73 Стр. 17

Тернии

Куквсипое
обозначение

стсчсствсивос междуна­
родное

E. Maximum drain- 
substrate voltage

F, Tension maxima Ic 
drain-substrate

46. Максимально допус­
тимое напряжение 
исток—подложка
D. Maximal zulissi- 

ge Source-Bulk- 
Spannung

E. Maximum source- 
substrate voltage

F. Tension maximalc 
source-substrate

^ИП.шн USBtrax

47. Максимально допус­
тимое напряжение 
затвор-подложка
D. Maximal zulis- 

sige Gate-Bulk- 
Spannung

E. Maximum gate- 
substrate voltage

F. Tension maximale 
grille-substrate

^ЗП.тах ^GBrntx

48. Максимально допус­
тимое напряжение 
между затворами
D. Maximal zulassi- 

gc Spannung 
zwischen den Ga­
tes

E. Maximum gate- 
gate voltage

F. Tension maximalc 
grille-grille

У(СМ-02)ггах

49. Максимально допус­
тимый постоянный 
ток стока
D. Maximal zulSssi-

ger Drain- 
Glelchatrom

E. Maximum drain 
current

F. Courant maximale 
de drain



Стр. 1В ГОСТ И М 5 -П

Букаев вое 
оболмаеиае

Ояредмсииь
отечесттеиное чеждука-родпое

50. Максимально допус­
тимый прямой ток 
затвора
D. Maximal xuliSSi- 

ger Gate-Vor- 
wartsstrom

E. Maximum for­
ward gate current

F. Courant direcle de
grille

^3(ир)тат

51. Максимально допус- 
тимый импульсный 
ток стока
D. Maximal zulfls- 

sigcr Drain-lm- 
pulsstrom

^С(л)шах Импульсный ток стока 
при заданных длитель­
ности и скважности им­
пульсов

52. Максимально допус­
тимая 1м>стояииая 
рассеиваемая мощ­
ность полевого тран­
зистора
D. Maximal xulii.*i- 

ge Dauerverlust- 
leistung

E. Power dissipation
F. Dissipation de 

puissance

Pmix

53. Максимально допус­
тимая импульсная 
рассеиваемая мощ­
ность полевого тран­
зистора
D. Maximal zuiassi- 

ge Impulsvcr- 
lustteistung

РГ 1в4\ Мощность, рассеива­
емая полевым транзис­
тором в импульсе при 
заданных скважности н 
длительности импульсов



ГОСТ 1909J—7J Стр. 19

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Время включения
Время включения полевого транзистора 
Время выключения
Время выключения полевого транзистора
Время задержки включения
Время задержки включения полевого транзистора
Время задержки выключения
Время задержки выключения полевого транзистора
Время нарастания
Время нарастания для полевого транзистора 
Время спада
Время спада для полевого транзистора
Емкость входная
Емкость выходная
Емкость затвор-исток
Емкость затвор-сток
Емкость полевого транзистора входная
Емкость полевого транзистора выходная
Емкость полевого транзистора проходная
Емкость проходная
Емкость СТОК-НС ток
Коэффициент усиления по мощности
Коэффициент усиления по мощности полевого транзистора
Коэффициент шума
Коэффициент шума полевого транзистора
Крутизна характеристики 
Крутизна характеристики полевого транзистора 
Крутизна характеристики по подложке 
Модуль полной проводимости обратной передачи 
Модуль полной проводимости обратной передачи полевого 

транзистора
Модуль полной проводимости прямой передачи 
Модуль полной проводимости прямой передачи полевого 

транзистора
Мощность полевого транзистора рассеиваемая импульсная 

максимально допустимая
Мощность полевого транзистора рассеиваемая постоянная 

максимально допустимая
Мощность стоха рассеиваемая постоянная 
Напряжение затвор'исток
Напряжение затвор-исток максимально допустимое 
Напряжение затвора пробивное 
Напряжение затвор-исток прямое 
Напряжение затвор-исток обратное 
Напряжение затвор-подложка
Напряжение затвор-подложка максимально допустимое 
Напряженке затвор-сток
Напряжение затвор-сток максимально допустимое
Напряжение исток-подложка
Напряжение исток-подложка максимально допустимое 
Напряжение между затворами максимально допустимое 
Напряжение отсечки
Напряжение отсечки полевого транзистора 
Напряжение полевого травзнстора пороговое 
Напряжение полевого транзистора шумовое -•••

35
35
36
36
31
31
33
33
32
32
34
34
14
15
13
12
14
15
16
16
11
30
30
29
29
8
8
9

20

20
22

22

53

52
41а
76
43
7и
7в
7г
7э
47
7д
44
7е
46
48
6
6
7

25



Стр. 20 ГОСТ 1*М5—7J

Напряженке пороговое 
Напряжение сток-исток
Напряжение сток-исток максимально допустимое
Напряжение сток-подложка
Напряжение сток подложка максимально допустимое
Напряжение шумовое 
Отношение начальных токов стока 
Проводимость входная активная 
Проводимость входная полная 
Проводимость выходная активная 
Проводимость выходная полная
Проводимость обратной передачи полевого транзистора полили 
Проводимость обратной передачи полная 
Проводимость полевого транзистора входная полная 
Проводимость полевого транзистора выходная полная 
Проводимость прямой передачи полевого транзистора полная 
Проводимость прямой передачи полная 
Разность активных выходных проводимостей 
Разность напряжений затвор-исток 
Разность токов утечки .затвора 
Сопротивление полевого транзистора шумовое 
Сопротивление сток исток в закрытом состоянии 
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии 
Сопротивление шумовое
Составляющая входной проводимости полевого транзистора 

активная
Составляющая выходной проводимости полевого транзистора 

активная
Ток затвора 
Ток затвора прямой
Ток затвора прямой максимально допустимый
Ток истока
Ток истока начальный 
Ток истока остаточный 
Ток отсечки затворз 
Ток подложки
Ток полевою транзистора шумовой 
Ток перехода затвор исток обратный 
Ток перехода затвор-сток обратный
Ток стока
Ток стока импульсный максимально лопустимый 
Ток стока начальный
Ток стока остаточный
Ток стока при нагруженном затворе
Ток стока при разомкнутом выводе остаточный
Ток стока постоянный максимально допустимый
Ток утечки затвора
Ток шумовой
Уход разности напряжений затвор-исток температурный
Э. д. с. шума
Электродвижущая сила шума полевого транзистора

7
7а
42

7ж
45
25
40
18
17
24
23
19
19
17
23
21
21
39
37
41
28

10а
10
28

18

24
2д
2е
50
26
2в
2г

2ж
5л
27

4
5

1а
61
I
2

2а
2

49
3

27
38
26
2G



ГОСТ 1W W -7J Стр. 21

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abfallzcit
Anstiegszelt
Ausgangskapaziidl
AusschaTtverzogcrungsrcit
Auaschaltzeit
Betrag des Kurzschluss-Riickwirkungsscheinleitvertes 
Belrag ties Knirzschluss-Obcrtragimgsscheinleitwcrtcs 
Dlfferenz der Realteilc der Ausgangslcitwerfc 
(cincs Doppelgaie-Feldeffckttransistors)
Dralnreststrom
Drainstrom
Drainstrom bei WidcrstandsabscJtluss zwischen Source und 
Gate
Dram-Soiircc-KapaziUt 
Drain-Source-Kurzschhissslrom 
Drain-Sourcc-Kurzschlussstromverhdltais 
(sines Doppelgate-Feldeffekttransistors)
Drain-Source-Spa Timing
Drain-Source-Verlustleislung
Drain-Source-Widerstand bei gesperrtem Transistor
Drain-Sourcc-Widerstand bci geoffnetem Transistor
Drain-Subslrat-Spanmmg
Eingangskapazitat
Einschaltzelt
Einschaltverzdgerungszeit
Gate-Drain-Kapazitat
Gaie-Draln-Spannung
Gatestrom
Gaterestrom
Gaterestslroni (Source offen)
Gatcdurchlassstrom
Gaiesperrstrom bei vorgegebener Drain-Sourcc-Spannung 
Gatereststrom (Drain offen)
Galereststromdifferenz (eines Doppelgatc-Fcldcffekltransts- 
(ors)
Gate-Sou rce-Durchbruchspannung
Gate-Source-Kapazilat
Gatc-Soorcc-Spannung
Gate-Source-Durchlassspannung
Gate-Source-Sperrspannug
Gatc-Substral-Spannung
Gale-Source-Spannung (Abschnflrspannung)
Gafc-Source-Spannungsdiffercnz (eines Doppelgale-Feldeffekt-
(ransistors)
Ku rzschhiss-E in ga ngsschei n lei I wer t 
К urzscli luss-AiJsgangsschcin leitwert 
Kurzschluss-Riickwiricungsscheinleilwert 
Kurzschluss-Obertragungsschcinleitwert 
f-eistamgsverstSrkung
Maximal zulassige Drain-Sourcc-Spannung 
Maximal zuldssige Gate-Source-Spannung 
.Maximal zulassige Gate-Drain-Spannung 
Maximal zulrfssige Drain-Bulk Spannung 
Maximal zulissige Source-Bulk-Spannung

34
32 
IS
33 
36

20
22
3U

2
la

2a
11 
I

40 
7a 

41a 
I On 
10 

7 ж 
M
35 
31
12 
7д 
2д
3
4

2e
2ж

5
41
7u
13s
7s
7 b
7r
766
37
17
23
M)
21
30
42
43
44
45
46



Стр. 22 ГОСТ W fH—Ю

Maximal zulgssige Gate-Bulk-SpaunyHg
.Maximal zuldsstge Spannung zwischen den Gates
Maximal zulassiger Drain-Gleichstrom
Maximal zulfissiger Gate-Vorwurtsstrom
Maximal zulassiger Drain-lmpulsstrom
Maximal zulassigc Daucrverluslleistung
Maximal zul£s$ige ImpulsverlustkisUmg
Rauschspannung
Rauscliurspannung
Rauschstrom
Rauschwidcrsland
Rauschfakior
Rea I lei I des Kurzschluss-Ausgangslcitwertcs
Reaiteil dcs Kurzschluss-Eingangslcttwcrtes
RiickwirkungskapazttSt
Schwellspannung
Sourccstrom
Sourccstrom bei Kurzscbfeiss zwischen Drain und Gale 
Soiirccreslstrom '
Sourcc-Substrat-Spannung 
Suhstratstrom
Temperaturdrift der Gate-Sourcc-Spannungsdifferen/. 
teines Doppelgaie-Feldeffekttransistors)
Vorwartsstcilheit

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

47
48 
40 
Я0
51
52
53
25
26
27
28 
29 
24 
18 
16
7

26
2в
2г
7с
5з

38
8

Difference of gate-source voltages 
Drain current for V q s = 0 
Drain current
Drain current, at a specified gate-source resistance 
Drain cut-oif current
Drain-source capacitance ‘
Drain-source ofi-statc resistance
Drain-source on-state resistance
Drain-source (d. c.) voltage
Drain-substrate (d. c.) voltage
Drift of difference of gate-source voltage with temperature 
Fall time
Forward gate current 
Forward gate-source (d- c.) voltage 
Forward transconductance 
Gate current
Gale cut-off current with drain open-circuited 
Gate cut-off current with source open-circuited 
Gate cut-off current (of a field-effect transistor), with spe­
cified drain-source circuit conditions 
Gate-drain capacitance 
Gate-drain (d. c.) voltage 
Gate-drain cut-off current 
Gate leakage current 
Gate-source breakdown voltage 
(with drain short-circuited to source)
Gate-source capacitance 
Gate-source cut-off current 
Gate-source cut-off voltage 
Gate-source threshold voltage

37 
1

la
2a

2
It

10a
10
7a
7ж
38 
34 
2e 
7a

8
2a

5
4

2ж
12
7д

4 
3

7и
13
5 
6 ' 
?
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Gate-source (d.‘ c.) voltage
Gate-substrate (d. c.) voltage
Input capacitance
Maximum drain current
Maximum drain-source voltage
Maximum drain-substrate voltage
Maximum forward gate current
Maximum gate-drain voltage
Maximum gate-gate voltage
Maximum gate-source voltage
Maximum gatc-subslrate voltage
Maximum source-substrate voltage
Modulus of the short-circuit forward transfer admittance
Modulus of the short-circuit reverse transfer admittance
Noise current
Noise force electrovclocity
Noise resistance
Noise voltage
Noise figure
Output capacitance
Power dissipation
Power gain
Ratio of drain current
Reverse gate-source (d. c.) voltage
Ratio of forward transconductances
Reverce transfer
Rise time
Short-circuit forward transfer admittance 
Short-circuit input admittance 
Short-circuit input conductance 
Short-drcult output admittance 
Short-circuit output conductance 
Short-circuit reverse transfer admittance 
Source current
Source current, at a specified gate-drain condition 
Source current, with gate short-circuited to drain 
Source-substrate (d. c.) voltage 
Substrate current 
Turn-off delay time 
Turn-off time 
Turn on delay time 

'.Turn-on time

76
7s
14
49
42
45
50 
44 
48
43 
47
46 
22 
20
27 
20
28
25
29
15 
52
30 
40 
7r
16
32 
21
17
18
23
24 
19
26 
2r 
26 
7c 
5a
33 
36
31 
35

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Admittance d'enirte, la sortie « an t en court-circuit
Admittance de sortie, I’enlrte, £tant en court-circuit
Admittance de tranfer direct, la sortie $lartt en court-circuit
Admittance dc transfer! inverse, l'cntrco etant cn court-circuit
Capacit* d'entr6e
Gapacitc dc sortie
Capacity de transfer inverse
Capacitc drain-source
Capacity grille-drain
Capaclte grille-source
Conductance d’ent'rte, la sortie «lent cn court-circuit 
Conductance de sortie (‘entree *tant cn court-circuit

17
23 
21 
19
14
15
16 
11 
12 
13
18
24
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Courant de bruit
Courant de drain
Courant de drain au biocage
Courant de drain pour V<js » 0
Courant de drain pour une resistance grille-source
extfcrieure specifiee
Courant de fuitc de drain
Courant de grille
Courant de source . . . .  ,
Courant dc source dans des conditions grille-drain specifies
Courant de source la grille itan t court-draiitee au dram
Courant de substrat
Courant directe de grille
Courant maximale de drain
Courant residuel dc grille
Courant residuel de grille le drain etant en circuit ouvert
Difference des tension grille-source
Dissipation de puissance
Facteur de bruit
Gain en puissance
Module de 1'admittancc de transfert direct, la sortie 4tsnt en 
cuurt-circuit
Module de ('admittance de transfert inverse I antrte etant en 
court-circuit
Rapport de courant de drain 
Resistance de bruit
Resistance drain-source a l’ita t bloqut
Rapport des transconductances directes
Resistance drain-source a l'i.a t passent
Retard a la croissnnce
Retard a la decroissancc
Temps de croissance
Temps de dccroissance
Temps total de coupure
Temps total d'ctablissement
Tension de bruit
Tension de claquage grille-source
Tension de seuil grille-source
Tension directe (continue) grille-source
Tension (continue) drain-source
Tension (continue) drain-substrat
Tension (continue) grille-drain
Tension grille-drain maximale
Tension (continue) grille-source
Tension grille-source de blocage
Tension grille-source maximale
Tension (continue) grille-substrat ,
Tension inverse (continue) grille-source 
Tension maximale drain-source 
Tension maximale drain-substrate 
Tension maxlmale grille-grille 
Tension maximale grille-substrate 
Tension maxlmale source-substrate 
Transconductance directe 
Tension (continue) source-substrat
Variation de la difference des tensions grille source avec la 
temperature ___________

27
la
2
I

2a
3

2a
26
2r
2a
5a
50
49
4
5

37 
52
29
30

22

20
40
28

10a
10
31
33
32
34 
36
35 
25 
7u
7 

7b 
7a 

7ж 
7a
44 
76
6 

43 
7s 
7r 
42
45
47
46 
7e
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38
48
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